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Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
Hoéchstzulassige Werte / maximum rated values
Periodische Spitzensperrspannung Ty; = -40°C... Tyjmax Vrrm | 1200 1800 |V
repetitive peak reverse voltages 1400 2000 |V
Durchla3strom-Grenzeffektivwert IFrRMSM 933 |A
maximum RMS on-state current
Dauergrenzstrom Tc=100°C leavm 770 |A
average on-state current
Dauergrenzstrom Tc=55°C, 8=180°sin, tp = 10 ms lFavm 1010 |A
average on-state current
DurchlaRstrom-Effektivwert lrrRMs 1590 | A
RMS on-state current
StoRstrom-Grenzwert T;=25°C, t, =10 ms lrsm 7700 | A
surge current Ty = Tyjmax tp =10 ms 6000 |A
Grenzlastintegral T;=25°C,t, =10 ms 1%t 296,45 | 10°A%s
I?t-value Ty = Tyjmax, tp=10ms 180 | 10°A%s
Charakteristische Werte / Characteristic values
DurchlaBspannung Tyi = Tyjmax » iF = 1,6 KA ' max. 1,76 |V
on-state voltage Ty = Tyjmax , ir =400 A max. 1,08 |V
Schleusenspannung Ty = Tyjmax Vo) 081V
threshold voltage
Ersatzwiderstand Ty = Tyjmax rr 0,54 | mQ
slope resistance
DurchlaRkennlinie 100 A < i 2000 A Ty = Tyjmax A= 2,182E-01
on-state characteristic B= 5,198E-04
. . = 1,232E-01
vi =A+BU0, +COn (i, +1)+D0Jig - 4.824E-03
Sperrstrom Ty = Tymax » VR = VRru IR max. 30| mA
reverse current
Thermische Eigenschaften / Thermal properties
Innerer Warmewiderstand Kihlflache / cooling surface Rinic
thermal resistance, junction to case beidseitig / two-sided, 6 = 180°sin max. 0,057 | °C/W
beidseitig / two-sided, DC max. 0,053 | °C/W
Anode / anode, 6 = 180°sin max. 0,094 | °C/W
Anode / anode, DC max. 0,090 | °C/W
Kathode / cathode, 6 = 180°sin max. 0,134 | °C/W
Kathode / cathode, DC max. 0,130 | °C/W
Ubergangs-Warmewiderstand Kiihlflache / cooling surface Rinch
thermal resistance, case to heatsink beidseitig / two-sided max.  0,015|°C/W
einseitig / single-sided max.  0,030|°C/W
Hochstzulassige Sperrschichttemperatur Tyj max 180 |°C
maximum junction temperature
Betriebstemperatur Teop -40...+180 | °C
operating temperature
Lagertemperatur Tsg -40...+180 | °C
storage temperature
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Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehause, siehe Anlage Seite 3
case, see annex page 3
Si-Element mit Druckkontakt

Si-pellet with pressure contact

Anprel¥kraft F 3,2..7,6 | kN
clamping force

Gewicht G typ. 75|49
weight

Kriechstrecke 10 [ mm
creepage distance

Schwingfestigkeit f=50 Hz 50 | m/s?
vibration resistance
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both sides
strike distance: 9nn overall height based
creepage distance: 10mm on contact pressure

1: Anode/
1 2 Anode

2: Kathode/
Cathode
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Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z ¢ fiir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z y,,c for DC

a - Anodenseitige Kiihlung / Anode-sided cooling
b - Beidseitige Kuhlung / Two-sided cooling

Z thac = f(t)

¢ - Kathodenseitige Kiihlung / Cathode-sided cooling

Kiihlung / Pos. n 1 2 3 4 5 6 7
Cooling
o Rinn [°C/W] | 0,001380 | 0,00359 | 0,00447 | 0,0235 | 0,02006 - -
beidseitig
two-sided
T [s] 0,000133 | 0,00156 | 0,01010 | 0,0736 | 0,24500 - -
Ren [°C/W] | 0,001380 | 0,00359 | 0,00447 | 0,0235 | 0,02006 0,037 -
anodenseitig
anode-sided
T, [s] 0,000133 | 0,00156 | 0,01010 | 0,0736 | 0,32200 3,030 -
Rinn [°C/W] | 0,001380 | 0,00359 | 0,00447 | 0,0235 | 0,02006 0,077 -
kathodenseitig
cathode-sided
T, [s] 0,000133 | 0,00156 | 0,01010 | 0,0736 | 0,50200 3,230 -
nmax
_ Ed
Analytische Funktion / Analytical function: Zyc = ZRthn {1_6 & }
n=1
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Transienter innerer Warmewiderstand fiir DC / Transient thermal impedance for DC
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Erhdhung des Zy, pc bei sinus- und rechteckféormigen Stréomen fiir unterschiedliche Stromflusswinkel ©
Rise of Zy, p¢ for sinewave and rectangular current for different current conduction angles ©

AZth O rec / AZth O sin
Kihlung / Cooling © =180° @ =120° ©=90° © =60° © =30°
A[ozé‘/s\ﬁc 0,00901 0,01554 0,02102 0,03004 0,04867
beidseitig
two-sided AZ _
< th © sin 0,00361 0,00598 0,00941 0,01567 0,02931
[°C/W]
AZtno rec 0,00448 0,00759 0,00985 0,01292 0,01725
o [FC/W]
anodenseitig
anode-sided A7 .
o th ©sin 0,00334 0,00489 0,00693 0,01005 0,01518
[°C/W]
AOZ”‘ o rec 0,00448 0,00759 0,00985 0,01292 0,01725
. [°C/W]
kathodenseitig
cathode-sided A7 .
o ©sin 0,00334 0,00489 0,00693 0,01005 0,01518
[°C/W]
Zinorec = Zinoc + Ain o rec
Zinosin = Zinoc + Dih o sin
3.000
2.500 _F
2.000 / /
<. 1.500 //
/ TVj= ij max
1.000 ~
~ -
L~
500 —
7
/
-
0
0,6 0,8 1 1,2 14 1,6 1,8 2 2,2 24
Ve [V]
Grenzdurchlasskennlinie / Limiting on-state characteristic ir = f(vf)
ij = ij max
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Durchlassverlustleistung / On-state power loss Prav = f(Irav)

Beidseitige Kiihlung / Two-sided cooling

180 1 Parameter:
N a-DC
160 SN ——— b-sin 180°el(M 1, M2, B 2)
— R
— S —] C-rec120°el B6,M3,M3.2)
140 S~ ™ 4 _rec 60°el (M 6)
\ \ e -sin60°el (M1, M2, B2 Gegenspannungs-
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f -sin30°el (M1, M 2, B2 Gegenspannungs-
Ty belastung / Reverse voltage load)
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Hochstzulassige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature Tc = f(lrav)

Beidseitige Kuhlung / Two-sided cooling
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Sperrverzégerungsladung / Recovered charge
Q: =f(-di/dt)
Ty= Tyjmax , VR < 0,5 Vrrm, VRM = 0,8 VRrM
RC-Glied / RC-Network: R = 8,2Q, C = 0,47uF
7
6 \
5 .
=
2 3 — 0-50V
0,33 Vrgy
2 70,67 VRRM
1
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Anzahl der Pulse bei 50Hz Sinus Halbwellen
Number of pulses of 50Hz sinusoidal half waves

Typische Abhéngigkeit des Grenzstromes Irovyu von der Anzahl fiir eine Folge von Sinus

Halbwellen bei 50Hz. Parameter: Riickwéartsspannung Vrm

Typical dependency of maximum overload on-state current Irovm as a number of a sequence of
sinusoidal half waves at 50Hz. Parameter: peak reverse voltage Vrm

Irovm = f (pulses, Vrm) ; Tvj = Tyjmax
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Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschlief3lich fur technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung
der Geeignetheit dieses Produktes fur die von lhnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollstandigkeit der bereitgestellten
Produktdaten fiir diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. lhren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, fiir die wir eine liefervertragliche Gewahrleistung tibernehmen. Eine
solche Gewahrleistung richtet sich ausschlieBlich nach MaRgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien
jeglicher Art werden fur das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls Ubernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benétigen, die Uber den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine
spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem fiir Sie zusténdigen Vertriebsbiiro in
Verbindung (siehe www.infineon.com). Fir Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen kdnnte unser Produkt gesundheitsgefadhrdende Substanzen enthalten. Bei Riickfragen zu den in
diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem fiir Sie zustandigen Vertriebsbiro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefahrdenden oder lebenserhaltenden
Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir fur diese Falle
- die gemeinsame Durchfiihrung eines Risiko- und Qualitdtsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitatssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einfiihrung von MalRnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend
empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher MaRnahmen abhangig
machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an lhre Kunden zu geben.

Inhaltliche Anderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will
have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such
application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted
exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its
characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of
our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com). For those that are specifically interested
we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the
sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please
note, that for any such applications we urgently recommend
- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on
the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.
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O6LLecTBO C orpaHMYeHHON oTBETCTBEHHOCTBIO «MocHuny WMHH 7719860671 / KIMNM 771901001
Appec: 105318, r.Mockea, yn.LLlepbakoBckas 4.3, odmc 1107

[aHHbIn KOMMNOHEHT Ha TeppuTopun Poccuinickon depepauumn

Bbl MoxeTe npuobpectu B komnaHun MosChip.

[lnsa onepaTtuBHOro ocdopmnenus 3anpoca Bam HeobxoomMmo nepenT No faHHON CChISKe:

http://moschip.ru/get-element

Bbl MoxeTe pa3mecTuTb Y Hac 3aka3 and nboro Bawero npoekTa, 6yab To
cepuiiHoe Npomn3BOACTBO MM pa3paboTka eguHUYHOro npubopa.

B Hawem acCcCopTnMeHTe npencTasiieHbl Begywmne MmpoBblie NMPoOnN3BOANTENIN aKTUBHbIX U
NacCUBHbIX 3JTIEKTPOHHbIX KOMIMOHEHTOB.

Hawen cneumanusauuen sBnseTcs NOCTaBKa 3N1EKTPOHHOMW KOMMOHEHTHON 6a3bl
OBOWHOro Ha3HayeHus, npoaykummn Takmx npounssoantenen kak XILINX, Intel
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits,
Amphenol, Glenair.

CoTpynHMyecTBO € rnobanbHbIMU OUCTPUOLIOTOPaMN 3NEKTPOHHBIX KOMIMOHEHTOB,
npegocTraBnseT BO3MOXHOCTb 3aKa3blBaTb 1 MOfly4aTb C MEXAYHAPOOHbIX CKNaaos
npakTuyecku nobon nepeyeHb KOMNOHEHTOB B ONTUMarbHble aAnsa Bac cpoku.

Ha Bcex aTanax pa3paboTKu 1 NPOM3BOACTBA HalLW NapTHEPbI MOTYT NOMy4YnTb
KBanumunpoBaHHy NOAAEPXKY OMNbITHbIX UHXEHEPOB.

Cuctema MeHeXMeHTa KayecTBa KOMNaHum oteevaeT TpeboBaHNAM B COOTBETCTBUM C
rOCT P MCO 9001, TOCT PB 0015-002 n 3C P, 009

Odomc no pabote c OPUANHECKUMU NTULLAMMU:

105318, r.Mockea, yn.lWepbakosckaa a.3, ocdomc 1107, 1118, AL, «LUepbakoBcKkuniny»
TenedoH: +7 495 668-12-70 (MHOrokaHanbHbIN)
dakc: +7 495 668-12-70 (006.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype otaena npogax:
moschip.ru moschip.ru_6
moschip.ru_4 moschip.ru_9
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